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RESUME 

 L'essor exceptionnel que connaît l'industrie des circuits intégrés repose actuellement sur la réduction des dimensions des 

dispositifs et des composants actifs tels que les transistors à effet de champ à grille Schottky à l'arséniure de gallium dits MESFET GaAs. 

L’évolution des technologies d’intégration à très grande échelle à marquer l’épanouissement de la microélectronique moderne. La conception 

assistée par ordinateur est au cœur des recherches mondiale d’une par le développement considérable des logiciels pour composant intégré 

submicronique et d’autre part par la préoccupation première des facteurs des circuits complexes intégrant ces composants. 

Au cour de ce travail nous avons été amenés à étudier et proposer un modèle de base du transistor MESFET GaAs afin de 

disposer du outils efficace pour la CAO des circuits intégrés microondes et logiques.  

C'est dans ce cadre qu’au premier chapitre, nous avons étudié les propriétés physiques et électriques de l’Arséniure de Gallium et 

présente les différentes familles des transistors MESFET GaAs. La diode Schottky de grille, son fonctionnement et les problèmes de 

polarisations liées à l’ensemble des phénomènes physiques et géométriques,  est caractérisée et simulée.  

 Au deuxième chapitre, l’étude des propriétés statiques et dynamiques du composant MESFET nous a conduit à définir le système 

d'équations générales régissant le comportement de la zone active sont établis. L'ensemble des éléments parasites qu’interviennent dans le 

fonctionnement du modèle proposé du transistor sont identifiés et caractérisés. 

 Au troisième chapitre, les procédés de fabrication des technologies des transistors et circuits intégrés des MESFET GaAs ont étés 

définies. Les paramètres dominants qui caractérisent ces composants sont établis et simulé. Ensuite l'étude de l’impédance et ainsi que la 

résistance de sortie des circuits MESFET GaAs sont établis.  

 

CONCEPTION ATTENDED BY COMPUTER OF THE INTEGRATED  
CIRCUIT MESFET GaAs 

 
ABSTRACT 

 
The exceptional flight that the industry of the integrated circuits knows based currently on the reduction of the measurements of 

the devices and the active components as the field effect transistors to grid Schottky to the gallium arsenide MESFET GaAs. The evolution 

of the very large scale integration technologies to mark the blossoming of the modern microelectronics. The conception reached by computer 

CAO 

In the present of this work we have been brought to study and to propose a model of basis of the transistor MESFET GaAs in 

order to have some efficient tools for the CAO of the integrated circuits microwave and logical.  

In the first chapter, we studied the physical and electric properties of the gallium arsenide and present the different families of the 

transistors MESFET GaAs. The diode Schottky of grid, its working and the problems of linked polarizations to the set of the physical and 

geometric phenomena, is characterized and affected.  

In the second chapter, observation of the static and dynamic properties of the MESFET component push us to define the system of 

general equations governing the behaviour of the active zone are established. The set of the parasitic elements that intervenes in the working 

of the model proposed of the transistor is identified and characterized. 

To the third chapter, the production methods of the technologies of the transistors and integrated circuits of the MESFET GaAs are 

defined. The dominant parameters that characterize these components are established and simulated. Then the survey of input impedance and 

the output resistor of the circuits MESFET GaAs are established. 
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